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Ⅲ-Ⅴ族化合物半導体ナノワイヤは光・電子集積回路のような次世代の光・電子デバイスへ

の応用が期待されている。我々は Si基板上に無触媒での VLS成長による GaAsナノワイヤ成

長を行ってきた[1]。無触媒での VLS成長では高 In組成 InGaAsナノワイヤが成長できない問

題がある[2]。これは、成長温度が高く Inがナノワイヤに取り込まれないことが原因だと考え

られている。一方、成長温度を低くすると Gaの拡散長が下がりナノワイヤ成長が抑制されて

しまう問題がある。これまでの研究により、原料を交互供給することで Gaのマイグレーショ

ンが促進され、GaAsナノワイヤの VLS成長の促進と低温成長が可能であることがわかって

いる[3]。そこで本研究では交互供給法による InGaAsナノワイヤ成長とその評価を行った。 

成長温度を 510
o
C、Ga、Inおよび Asのフラックスをそれぞれ 1.4×10

-7
torr、1.5×10

-7
torr、

3.7×10
-6

torrとし、Fig. 1に示すような交互供給法のサイクルで(111)Si基板上に成長を行った。

InGaAsナノワイヤの断面 SEM像を Fig. 2に示す。InGaAsナノワイヤはテーパー状で長さは

約 200~400nmのものが多く、直径は約 20~40nmであった。In組成の評価には EDX分析を行

った。Fig. 3に示したラインスキャンによる定量分析から In組成は約 10~20%ということがわ

かった。 
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Fig. 1 Cycle of alternating supply 

Fig. 2 Cross sectional SEM image of InGaAs 

nanowires 
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Fig. 3 Quantitative analysis of single InGaAs 

nanowire by EDX line scan 
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